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PARAMETRY TECHNICZNE

Dotyczy: dostawa miernika do badania rezystywnosci skrosnej.

Przeznaczenie: W ramach Grupy Badawczej Polimerdw, Sekcji Zaawansowanych Materiatéw
Polimerowych, realizowanych jest szereg prac badawczych w obszarze syntezy i przetwdrstwa
polichlorku winylu. Ich celem jest dostosowanie procesu technologicznego produkcji PCW oraz samego
tworzywa do rosngcych wymagan jakosciowych, przetwodrczych, i uzytkowych, a przede wszystkim
wymogoéw Srodowiskowych jakie naktada prawo w tym prawo unijne.

Jednym z gtéwnych takich elementéw sg badania pod wzgledem ,,unbiepalniania” tworzyw. PCW jako
tworzywo wszechobecne w branzy elektronicznej i budowlanej, technicznej i medycznej jest ciggle
poddawane modyfikacjom i badanom pod kgtem spetnienia coraz ostrzejszych kryteriow.

Aby mdc je spetnic¢ konieczne jest prowadzenie badan procesu polimeryzacji pozwalajgcych na poprawe
wiasciwosci proszku PCW otrzymywanego w procesie suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu.

Celem jest wykonywanie kompletu badan jakosciowych w tym:
- badan wtasciwosci elektrycznych — rezystywnos¢ skrosna

Obecnie badania procesu syntezy PCW prowadzone sg w laboratorium wyposazonym w 2 reaktory
szklane o pojemnosci 1,5 litra oraz podstawowg aparature badawczg do oznaczenia liczby lepkos$ciowej,
gestosci, stabilnos$ci termicznej oraz analizie sitowe;.

Nadrzednym celem prowadzonych prac jest jak najdoktadniejsze odzwierciedlenie procesu
przemystowego i uzyskanie poréwnywalnych wynikow badan jakosciowych i charakterystyki
otrzymywanego w wyniku prac badawczych polimeru

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiot zamowienia musi tgcznie by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:

1. Miernik do badania rezystywnosci skrosnej

Wyposazenie podstawowe:

e Miernik do badania rezystywnosci skro$nej ze $wiadectwem wzorcowania polimeru (PCW)
zgodnie z normg PN-88 E-04405

e Przewody pomiarowe SEFA SE-15

e Przewody pomiarowe HV-15

e Sonda SRE24

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie sieciowe:
100-240 VAC +10% 50-60 Hz / jednofazowe

Zabezpieczenie sieciowe:
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Podwdjny bezpiecznik topikowy T10AH 250V

Moc wejsciowa:
700 VA maks.

Zakres temperatur:

Przechowywanie

-10°C do +60°C

Dziatanie:

0°C do +45°C

Okreslona doktadnos¢ po 1/2 godziny nagrzewania i wilgotnosci wzglednej <50%.

Wysokos¢:
Do 2000 m

Wilgotnos¢ wzgledna:
80% maks. @ 31°C

Zakres napiecia:
Regulowany w krokach co 1 wolt od 1 VDC do 1500 VDC

Doktadnos¢
+(0.5%+0.5V)

Prad zwarcia:
20 mA (£10%) moze by¢ ograniczony do 3 mA

Stabilno$¢ dynamiczna:
> 1,10 dla wahar sieci zasilajgcej +15%

Prad nominalny:

od1Vdo1l0V od 11V do 1000 V od 1000 V do 1500 V

1 mA (0,5 mA) 10 mA (+10%) 5 mA (+10%)

Biegunowosé:
Biegun dodatni do zacisku HV lub biegun ujemny do zacisku ochronnego
Mozliwos¢ uziemienia dodatniego lub ujemnego bieguna wysokiego napiecia

Tetnienia napiecia:
+ 100 mV miedzyszczytowo dla pragdu wyjsciowego 10 mA
Szum 0,01 Hza 10Hz 100 pV max (20°C)

Wspotczynnik temperaturowy:
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0.001 %/°C

Maksymalna pojemnosé¢ D.U.T.:
<1mF

Rezystancja roztadowania:
2,2 kQ

Zakres pomiarowy:
od 0,100 kQ do 2 000 TQ z 10 zakresami prgdu pomiarowego

Wspdtczynnik temperaturowy:
+0.1 %/°C

Rozdzielczosé wyswietlacza:
3 2 cyfry

Napiecie testowe (ex.):

10V 100V 1500V
0d 103 do 2.1023Q 0d 10*do 2.10* Q 0d 3.10°do 2.10* Q
Doktadno$é:

+ [doktadnos¢ zakresu pradu + (50/napiecie testowe) % +1 cyfra] odczytanej wartosci

Prég:
x2. Wysoki i niski od 0,100 kQ do 2000 TQ

Specyfikacje Pico-Ammeter:

500 fA do 20 mA w 10 zakresach / automatyczny lub reczny wybor zakresu
Zakres Wartosé Rozdzielczosé Dokfadnos¢
minimalna @25°C
20,00 pA 0.50 pA 10 fA 0.3 % reading +
Zakresy 500 fA
200,0 pA 19.8 pA 100 fA 0.2%+0,3 pA
2,000 nA 0.198 pA 1 pA 0.2% +2 pA
20,00 nA 1.98 nA 10 pA 0.2% + 20 pA
200,0 nA 19.8 nA 100 pA 0.2 % + 200 pA
2,000 pA 0.198 pA 1nA 0.2%+2nA
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20,00 pA 1.98 pA 10 nA 0.2 % +20 nA
200,0 pA 19.8 pA 100 nA 0.2 % + 200 nA
2,000 mA 0.198 mA 1 pA 0.2% +2 uA

20,00 mA 1.98 mA 10 pA 0.2 % + 20 pA

Rozdzielczos$¢ wyswietlacza:
3 Y2 cyfry

Impedancja wejsciowa:

Zakres Impedancja
. s 20 mA 901%
Impedancja wejsciowa
2mA 900Q1%
Inne 9kQ1%

Prég:
x2. Wysoki i niski od 00,50 pA do 20,00 mA

Zewnetrzne Zrdédto napiecia:
do 100 kV DC z opcjg BAPA RLHT50 lub RLHT70 rezystory ograniczajgce dla zrédet > 10 kV DC
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